FIB Questionsde Fisica DFEN

Questions d'electronica

1. Quinade les seglients afirmacions és certa?

a) Els semiconductors extrinsecs de tipus p es caracteritzen per tenir impureses acceptores.

b) En els semiconductors extrinsecs de tipus n € nombre d'électronsi de forats és el mateix.

¢) En els semiconductors extrinsecs de tipus p la conducci6 és deguda basicament al's
electrons.

d) En els semiconductors intrinsecs e nombre d'electrons és més gran que € nombre de
forats.

2. Quinade les seglients afirmacions és certa?

a) Els semiconductors extrinsecs de tipus n es caracteritzen per tenir impureses donadores.

b) En els semiconductors extrinsecs de tipus n € nombre d'électronsi de forats és el mateix.

¢) En els semiconductors extrinsecs de tipus n la conducci6 és deguda basicament als forats.

d) En els semiconductors intrinsecs e nombre d'electrons és més gran que € nombre de
forats.

3. Els dos diodes de la figura tenen una tensio llindar de _\/M

0.6 V. Per quin diode circulaun corrent significatiu?

a) per A 1 kW

b) per B — A BY
C) per cap >V

d) pelsdos

4. Quinaintensitat circula per cadascuna de les dues resistencies del circuit de lafigura?

b)l1=1mAi I2=0 Ry =5 kW Ro = 10 kW
c)li=3mAil,=1mA — sV
d) 11 =286mA 1,=0.7mA Vg=0.7V

5. Latensio llindar del diode del circuit de la figura és Vq = 0.7 V. Si la capacitat del
condensador és de 1 nF, quina ésla seva carrega?

a0 AN

E)) ggnncc 5 kW skw |
pe— _ n
d) 20nC 20V Ve=07V [

6. El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per una tensio llindar Vg = 0.7 V i
unatensio Zener Vz = 10 V. Si la capacitat del condensador és 1 nF, quina és la seva carrega?

a0
b) 0.7 nC —\W AW

3 10nC | 5kw 5kW |
d) 20 nC T 20V Vz=10v —— 1nF
V=07V
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7. El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per unatensio llindar Vg = 0.7 V i
unatensio Zener Vz = 10 V. Quina és lapotencia dissipada alaresistencia R, = 4 kW?

i A
b) 4 mW Rr =1 KW

c) 25 mW =ty V;=10V R, =4 kW
d) 64 mw Vy= 0.7V

8. El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per una tensio llindar Vy = 0.7 V i
unatensio Zener Vz = 10 V. Quina és lapotencia dissipada alaresistencia R, = 4 kW?

a) 4 mW
b) 25 mwW MV\I
c) 32 mwW —— R, =4 kW
d) 64 mW T 20V -0V i
Vg— 0.7V

9. El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per una tensio llindar Vq= 0.7 V i
unatensio Zener Vz = 10 V. Quina és lapotencia dissipada alaresistencia R, = 2 kW?

a) 0.245 mw

b) 25 mW MW

c) 32 mwW —— _ R, =2 kW

d) 50 MW T 20V Vz=10V ’
Vy=0.7V

10. El diode Zener del circuit de la figura es caracteritza per unatensio llindar Vg = 0.7 V i
unatensio Zener Vz = 10 V. Quina és lapotencia dissipada alaresistencia R, = 2 kW?

a) 0.245 mw

b) 50 mW M\N

c) 32 mw — R, =2 kKW
d) 50 mw - 20V v _1:7\/\/ 2

11. Quin element del circuit consumeix Iamaj or part de la poténcia subministrada per lafem?
a Ry

b; ERlzd de 7 R1—298W y

C iode Zener R, =2 kW
.. V=10V 2

d) Laresistenciainternar e=15V r—ZW z

12. Lafigurarepresenta una part d'un circuit en laqual el diode treballaalazonaZener. Si la
intensitat | és duplica, digueu quina de les afirmacions segients, relacionades amb el corrent
|z del diodei el corrent I de laresistencia, és certa

a) |z 1 Ir esdupliquen >
b) |z:0 ! l |7 lIR
¢) Iz no canviai Ir augmenta

d) Ir no canviai |z augmenta
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13. El rectangle del circuit de la figura

representa un aparell que admet una ddp W | |
maxima de 10 V entre els seus terminals. 300 W A

Si disposem d'un diode Zener, quinahade 55y T Vmax =10V
ser lasevatensio Zener, Vz, i com I'hnem de | B |

connectar entre els punts A i B, per qué
I'aparell funcioni correctament.

a) Vz =10V i I'anode del Zener connectat a punt A (polaritzaci6 directa)
b) Vz =10V, i I'anode del Zener connectat al punt B (polaritzacié inversa)
c) Vz=20V i I'anode del Zener connectat a punt A (polaritzaci6 directa)
d) V=20V i e catode del Zener connectat a punt B (polaritzacio inversa)

14. El circuit de lafigura esguerra té larecta de carrega de la grafica de ladreta. Quins son els
vaorsdeVcee i Re?

Ic

10 mA 15=100 A
\ Ig=75 nA

A 5mA \ 15=50 A

: - 15=25 nA

l

]

$

Vin

Vce

5V

a) Vec=5ViRc=2kW

b) Vcc =10V i Rc = 0.5 kW
C) Vec =5V i Rc =0.5kW
d) Vec =10V i Rc =2 kW
10V
15. Quin és € coeficient damplificacio 3 del transistor del
circuit de lafigura s laintensitat del col-lector és 1.3 mA
quan Vip =2V?

a) R=120

b) 3=100 Vi
c) 3=200
d) 3=150

Rc =1kw

Re = 100 kW

Veesa =02V

5V
16. En quina zonatreballa el transistor de lafiguras
a) Tal
b) Activa Rs = 20 kW Vg=07V
C) Saturacié Vin b =100
d) Ruptura Vcgsat = 0.3V
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5V
17. El transistor de la figura esta en saturacié quan
Vin=5V. Quins son elsvalors de Vge i Vce? Re = 12 kKW
a) Vee=0.7V i VCE =03V
b)VBE:0.7ViVCE:5V Rs = 20 kW Vyg=0.7V
C) VBE:5ViVCE:0.3V Vi b =100
d)VBE:5ViVCE:5V Vcesat = 0.3V

5V
18. El transistor de la figura esta en tall quan Vi, = 0.
Quins son elsvalorsde Ve i Vce? Rc = 2 kW
a)VBE=O.7V i VCE:0.3V
P) Vee = 0.7V i V=5V Re = 20 kW Vy=0.7V
C)Vee=0ViVce=03V Vin b =100
d)VBEZOViVCE:5V Vcesat = 0.3V

10V
19. En d transistor BJT de la figura la intensitat de base és
nul-la. En aquestes circumstancies latensio col -lector-emissor
a) també és nul-la.
b) ésgairebé 10 V.
c) depen de laregi6 de treball. Vin
d) és aproximadament Vi, .
20. Els parametres caracteristics del transistor de la figura Vee
sonb =150, Vg=0.7V i Vcesa = 0.2 V. S Vi = 0.2V, quina
de les relacions seglients es certa: Rc
a) Vee = Vce
b) Vce = Vee
C) lg.= Vm/RB Vin
d) Ic = Vcd/Re Rs

21. El circuit de la figura esta dissenyat perque funcioni
com una porta NOT. Quins son els vaors de les
intensitats que entren per labasei € col -lector?
a)lg=0ilc=0

b) Ig=0.43mMAilc=43mA
C)lg=043mAilc=48mA

d)Ig=5mAilc=02mA
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22. Si latensio llindar del diode del circuit delafiguraésde 0.7 V i 5V
Vin=0, quinaéslatensio Vou?

a0

b) 0.7V

c)4.3V

d)5V Vin—1«¢ Vout

23. Si latensid llindar dels diodes del circuit de la figura és de 5V
0.7V,Va=0i V=5V, quinaéslatensid Vo,?

a0

b) 0.7V

c)4.3V Va —id—
d5Vv Vout

24. A gquina porta logica correspon €l circuit de lafigurasi Vai
Vg podenvaler 005V?

a) AND

b) OR Va <

C) NAND Vout
d) NOR Vg — 14—

i Vin=5V, quinaéslatensio Vou?
a0

b) 0.7V

c) 4.3V

25. Si latensio llindar del diode del circuit delafiguraésde0.7V  Vi,—P- Vout
d5V —

26. Si latensi¢ llindar dels diodes del circuit delafiguraés0.7V, Va—p— v
Va=0iVg=5V, quinaéslatensio Vy,? out
a) 0 Ve—PH—
b) 0.7V

c)4.3V

d5V

27. A quinaportalogica correspon € circuit delafigurasi Vai Ve Va—p— v
podenvaler 0o5V? out
a) AND Vg —Pt—
b) OR

c) NAND

d) NOR
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28. A la porta logica de la figura, quan Vec=5V
al'entradaVa=5ViVg=5V, latensio
alasortida és Vot = 0.3 V. S latensio

[lindar dels tres diodes és de 0.7 V,
quinaintensitat circulaper Ry i Ry? Va Vout
a)1,=086mAil,=235mA P b =100
b)1:=0.72mAil,=235mA Vcesar = 0.3V
) 1L=072mAil,=72mA Ve Vy=0.7V
d)I;=0.86mAil,=86mA p—
VCC =5V
29. A quina porta logica correspon €l
circuit de lafigura?
a) AND >
b) OR VA Vout
c) NAND ) )y P
d) NOR
) o
Ve
VDD =5V
30. El transistor del circuit de la figura té una tensié Ilindar
V1 =2V i un parametre caracteristic K = 10 mA. Si € corrent
del drenador és1p = 10 mA, el transistor treballaala zona — Vot
a) detall Ve=5V |
b) activa (o de saturacio) :ﬂ
C) inversa p—
d) ohmica B
VDD =12V

31. Els parametres caracteristics del MOSFET de la figura son
Vr =2V iK =16 mA. Quin valor de Vgs fa que el MOSFET Ro=2 kW
treballi en zona activa (o de saturacié) amb Ip = 2 mA? b
a4V G
b)2V _C |
03V S
d) Cap de les anteriors. —

Vop =5V

connectem a un potencial Vs =5V, quinade les seglients afirmacions és certa?:

a) S Rp=5kW, el MOSFET treballaalaregio ohmica

b) Si Ro =2 kW, e MOSFET treballaalaregio activa (o de saturaci6)

c) S  Rp=2 MW, el MOSFET trebalaalaregio detall i

32. El MOSFET de la figura es caracteritzaper V=1V iK=01mA. S €

d) Vp < 4V independentment de laregio de treball.
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Respostes
1 a
2. Q)

3. b) Bestapolaritzat directament, mentre que A és en inversa.

4. a) El diode esta en polaritzacio inversa i no hi passa corrent. Per tant, per les dues
resistencies circula el mateix corrent | = (15 V)/(5 kW+ 10 kW) = 1 mA.

5. d) Pd condensador, un vegada carregat, no circula corrent. El diode esta en polaritzacio
inversa i no hi passa corrent. Per tant, pel circuit no circula corrent i la tenisd a borns del
condensador ésV =20V. Llavors, Q=CV=20nC

6. c) Pe condensador, un vegada carregat, no circula corrent. El diode Zener esta en
polaritzacio inversa, pero, com gue la fem de 20 V és més gran que Vz = 10 V, deixa passar
corrent i latensio als seus borns ésV = V; = 10 V, que és latensié a borns del condensador
perqué per laresistencia de la dreta no passa corrent. Llavors, Q = CV =10 nC.

7. b) El Zener estaen polaritzacio inversa. Com que lafem delabateriade 5V ésinferior a
Vz =10V, pel Zenner no passa corrent i només circulal = (5 V)/(3 kW+2 kW) = 1 mA per la
malla exterior. Aleshores, la potencia dissipadaalaresisténciaR, = 4 kWés P = Ryl? = 4 mW.

8. b) El Zener esta en polaritzacio inversa. Si pel Zener no passes corrent, per la malla
exterior circularial = (20 V)/(1 kW+ 4 kW) = 4 mA, i latensié a borns del Zener (la fem
Thevenin del circuit sense Zener entre els punts als quals es connecta el Zenner) serialade R;,
ésadir, eth =Rl = (4 kW)(4 mA) =16 V. Arabé, atesqueer, =16V >Vz =10V, pel Zener
passa corrent i latensié als seusborns ésV = Vz = 10 V, que és latensié a borns de R,. Per
tant, la potencia dissipada en aquesta resisténcia és P = V?/R, = 25 mW.

9. ¢) El Zener esta en polaritzacié inversa. Si pel Zener no passa corrent, per la malla
externa circula | = (20 V)/(3 kW + 2 kW) = 4 mA, i la tensié a borns del Zener (la fem
Thevenin del circuit sense Zener entre els punts als quals es connecta el Zenner) ésladeR;, és
adir, erh = Rol = (2 kW)(4 mA) =8 V. Atesque er, = 8 V < Vz =10 V, comprovem que pel
Zener no passa corrent, com hem suposat d'entrada, de manera que la potencia dissipada a R,
ésP=R,I°=0.032 W = 32 mW.

10. @) El Zener esta polaritzat directament i, com que la fem de la bateria de 20 V és més
gran que Vg = 0.7 V, deixa passa corrent. Llavors, latensio als seus bornsésV = Vy;=0.7 V,
que éslatensié a R,, de manera que la potencia dissipadaa R, és P = V?/R, = 0.245 mW.

11. ¢) Procedint de forma analoga ales questions anteiors,
l=e/(RitRy)) ® em=RI=13V>V;=10V ® 110 i V,=Vz=10V
I2:V2/R2=5mA i P> =V,l, =50 mwW
li=(e V2)/Ri=16.8mMA i P;=Ryl?=84mW i P,=rl?=0.563mwW
lz=1-1,=11.8mMA i Pz=Vz;=118 mW
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12. d) Si el diode ésalazonaZener, 1zt 0i latensio a's seus borns és Vz independentment
del valor de Iz Per tant, latensié a la resistencia és mante constant a Vz i €l valor de Ig no
canvia, encaraquel i Iz = 1- Ig augmentin.

13. b) Enun diode Zener polaritzat inversament latensié mai és superior aVz.

14. @) Si d transistor no esta en tall, per la malla dreta circula Ic en sentit antihorari, de
maneraque Vce = - Relc + Ve, i larectade carregaéslc = (Vec/Re) - Vee/Re.

El valor de I ésnul quan Vce = Ve, que alagrafica correspon a5 V. Esadir Vec =5 V.
Quan Ve = 0, € valor de I, anomenat corrent de curt circuit I, €s (Vco/Re), que alagrafica
correspon a 10 mA. Per tant, Re = Voo lee = (5 V)/(10° 102 A) = 0.5 10° W= 0.5 kW,

15.b) 1c=1.3MA® Vee=Vce=(10V)- Relc = 8.7V > Vees = 0.2V ® activa(lc = blg)
Vin=2V ® lg=(Vir V9/Rs=0.013 mA.
b = I¢/lg = 100.

16.¢c) Vin=5V>Vy=0.7V ® notdlilg=(Vir- Vg)/Re = 0.215 mA
Siactiva, Ic=blg=215mMA ® Vce=Vc=(5V)-Rclc=-253V noéspossible.
Per tant, esta en saturcio. (VCE =Vc perqué Vce = Ve VE i VE = O)

17. @ Enuntransistor en saturacio Vce = Veesat |, cOm que no estaen tall, Vge = V.

18. d) S d transistor ésentall, g =01 latensid alabase és Vg = Vi, = 0. | com I'emissor
esta connectat aterra, VE=01i Vege = V- VE=0. Amés, entdl Ic=0i latensid a col -lector és
Vc =5V, demaneraque Vce = Ve- VE=5 V.

19. b) S intensitat de base és nul-la, e BJT ésen tall i laintensitat del col-lector també és
nul-la, de manera que latensié al col-lecor és Ve = 10 V. |, com que I'emissor esta connectat a
terra (Ve = 0), latensio col -lector-emissor ésVee = Ve- VE=10V.

20. b) Vin=02V <Vy=0.7V i€ transitor és en tall. Per tant Iz = Ic = 0 i latensio a
col-lector és V¢ = Vce. |, com que I'emissor esta connectat aterra, Ve =01 Vce = Ve- VE = Vee.

21. ¢) Elscircuits de portes 10gigues estan dissenyats perque treballin en tall o saturacio. En
unaportaNOT, s Vin=5V ® Vgut » 0» Veesst = 0.2V, ésadir, e transistor esta en saturacio.
Per tant, com queno estaentall, Ig* 0i Vge = Vy® Ig = (Vin- Vg)/Rs = 0.43 mA.

I, com que esta en saturacio, Vout = Vee = Veesat =02V ilc=(5V - Vow)/Rc = 4.8 mA.

22. b) Si Vinh =0, e diode esta polaritzat directament, deixa passar corrent i latensio als seus
borns (Vou- Vin) éslatensio llindar Vq= 0.7 V. Per tant, Vout = Vour Vin=Vg=0.7 V.

23. b) El diode amb Vg=5V no esta polaritzat directament i es comporta com un
interruptor obert que no deixa passar corrent. El diode amb Va = 0 esta polaritzat directament,
deixa passar corrent i la latensio als seus borns (Vou- Va) éslatensio llindar Vq = 0.7 V. Per
tant, Vout = Vour Va=Vyg=0.7 V.
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24. @) Com hem vist alaquestio anterior, s VA=00Vg =0, Vot =0.7V. 18 Vo=V =5V
no passacorrent i Vo = 5 V. Per tant, a partir de les taules segiients veiem que és una AND.

VA VV Vout A B AND

ov 0V |07V
ov 5V |07V
5V 0V |07V
5V 5V | 5V

RPF, OO
R OOO

0
1
0
1

25.¢) S Vi, =5V, € diode esta polaritzat directament, deixa passar corrent i latensio als
seus borns (Vin- Vou) éslatensio llindar Vy= 0.7 V, ésadir Viy- Vou= Vg Per tant,
Vout = Vin' Vg = 4.3 V.

26. c) El diode amb VA = 0 no esta polaritzat directament i es comporta com un interruptor
obert que no deixa passar corrent. El diode amb Vg = 5V esta polaritzat directament, deixa
passar corrent i latensio a's seus borns (Vs- Vour) éslatensio llindar Vg= 0.7 V, ésadir,

V- Vou= Vg Per tant, Vo = Ve- Vg=4.3 V.

27. b) Com hem vist alaquestio anterior, i VA=5V 0o0Vg=5V, Vot =43V.IS Vo=V =
0 no passa corrent i Vo = 0. Per tant, a partir de les taules seguients, veiem que és una OR.

Va Ve | Vou A B OR

ov 0V |07V
OV 5V |43V
5V 0V |43V
5V 5V |43V

== OO

0
1
0
1

N =)

28.b) Vouu=Vc=03V ® Ily=(Vcc- Vou)/R:=2.35 mA.

Si Va=Vg =5V =V, els dos diodes de I'esquerra no estan en polaritzacio directai, per tant,
no deixen passa corrent, de manera que |, és € corrent de base del transistor, que també passa
pel diode de la dreta. Tenint en compte que € transistor no esta en tall (deixa passar corrent) i,
per tant, Veg = Vg = 0.7 V, i que latensio a diode és latensi6 llindar de 0.7 V, Vp = 1.4 V.
Llavors, 11 = (Vec- Vp)/R, =0.72 mA.

29.¢c) S Va=0 o0 Vg=0, d menys un dels dos diodes de l'esquerra esta polaritzat
directament, deixa passar corrent i latensio a punt P és tant petita que pel diode i transistor
de la dreta no pot passar corrent, de manera que laintensitat de col-lector (lade Ry) ésnul-lai
Vout = 5 V. En canvi, quan Va = Vg = 5V cap dels dos diodes de |la dreta esta polaritzat
directament i es comporten com un interruptor obert que no deixa passar corrent, de manera
que pel diode i transistor de la dreta si que en passa. Es adir, € transistor no estaen tall i, al
tractar-se d'una porta l0gica, esta en saturaci6, de manera que Vout = Vcesat €S molt més petita
que 5 V. Aleshores, a partir de les taules segiients, vieim que és una NAND.

Va W | Vou A B | NAND
ov 0V |5V 0 0 1
ov 5V |5V 0 1 1
5V 0V | 5V 1 0 1
5V 5V | »0 1 1 0
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30.d) Ve=Ves=5V>V=2V ® e MOSFET no estaen tall.

Si estésalazonaactiva shauria de satisfer Vps> (Ves- V1) 1 1, :W(VGS -V, )?,

. K (10 mA)
- - V 2 -
pero N2 (Vs - V1) 2(2 V)?

Per tant esta ala zona dhmica.

2
31. ¢) Enactival, =%(\/GS-VT)2 ® VGS:J%ID +V, =3V

T

(5V-2V)*=11.25mA >Ip=10mA

32.b) Vo=Ves=5V>V=1V ® e MOSFET no ésentall (respostac fasa).
A lazonade activashade satisfer Vps> (Ves- V1) 1 |, =%(\/GS -V;)? =0.8mA
T

Si Rp=5 kVV, i suposem activa(ID =0.8 mA), VDS: Vob- Rolp=1V < (VGS' VT) =4V
Per tant, no pot estar en activai, had'estar alaregio ohmica
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